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INTRODUÇÃO  

Materiais com alta permissividade elétrica 
tem ampla faixa de aplicação em 
dispositivos eletrônicos como 
supercapacitores, atuadores piezoelétricos e 
dispositivos para armazenamento de 
energia. Cerâmicas policristalinas com 
estrutura cristalina tipo perovsquita são 
conhecidas por apresentar propriedades 
dielétricas especiais tais como 
permissividade elétrica gigante e baixas 
perdas dielétricas. Dentre estas cerâmicas, 
e recentemente descoberto, encontra-se o 
óxido misto Bi2/3Cu3Ti4O12, BCTO, que 
apresenta uma microestrutura consistindo 
de grãos semicondutores e contornos de 
grão isolantes. Estas características 
conferem ao BCTO valor de permissividade 
elétrica gigante e baixas perdas dielétricas 
[1]. 

OBJETIVO 

O trabalho tem como objetivo a obtenção do 
óxido misto BCTO por meio de reações em 
estado sólido em temperaturas variadas, 
visando diminuir a temperatura de reação, 
frente ao que é encontrado na literatura [2]. 
Isto possibilita aumento da densificação e, 
otimização da microestrutura. Outro objetivo 
é a obtenção do BCTO sem fases 
secundárias. As cerâmicas obtidas serão 
avaliadas por diversas técnicas. 

METODOLOGIA 

Foram utilizados como materiais de partida 
os óxidos de bismuto, titânio e cobre. Foi 
feita a mistura dos materiais de partida na 
proporção estequiométrica em misturador 
mecânico por 5 h com álcool isopropílico. 
Após a secagem a mistura foi 

homogeneizada em almofariz de ágata. A 
mistura resultante foi tratada termicamente 
em diferentes temperaturas, entre 850 e 
900ºC por tempos de 10 h. Após a 
calcinação foi feita a caracterização 
estrutural por difração de raios X e 
observação da microestrutura em 
microscópio eletrônico de varredura (MEV).  

RESULTADOS 

A Figura 1 mostra os difratogramas de raios 
X das amostras tratadas termicamente até 
870ºC e antes do tratamento térmico 
(calcinação). 
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Figura 1: Padrões de difração de raios X 
dos pós após mistura e tratamento térmico a 
850°C, 860°C e 870°C, e sem qualquer 
tratamento térmico. 

Após o tratamento térmico a 850ºC obteve-
se a fase desejada (indexada) característica 
do BCTO. Entretanto, reflexões de baixa 
intensidade revelam que a reação não está 
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completa. Ao aumentar a temperatura de 
tratamento térmico para 860° e 870° as 
intensidades das reflexões das fases 
secundárias diminuíram, mas não foram 
eliminadas. A mistura sem tratamento 
térmico apresenta as reflexões 
características dos elementos constituintes. 

As Figuras 2 e 3 mostram imagens obtidas 
em microscópio eletrônico de varredura dos 
pós tratados termicamente a 850 e 900ºC, 
respectivamente. 

 
Figura 2: Micrografia de MEV do BCTO calcinado 

a 850°C 

 
Figura 3: Micrografia de MEV do BCTO calcinado 

a 900°C. 

Observa-se nestas imagens uma estrutura 
heterogênea consistindo de partículas 
micrométricas. Para a temperatura de 850ºC 
já se observa a formação de pescoço entre 
as partículas evidenciando o início da 

sinterização das mesmas. Para o material 
tratado termicamente a 900ºC observa-se 
que os grãos já estão formados, ou seja, o 
pó está sinterizado. Este resultado indica 
que esta temperatura, que é usualmente 
citada na literatura, é muito elevada e deve 
resultar em baixa sinterabilidade da 
cerâmica.  

CONCLUSÕES 

Os resultados mostram que a fase BCTO 
pode ser obtida por meio de tratamentos 
térmicos em temperaturas inferiores às 
usuais, e que altas temperaturas promovem 
a sinterização do pó.  
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